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AlGaN材料は、深紫外  LED として消毒殺菌用途の光源への応用が期待されている[1-4]。 

AlGaN LEDの発光効率を改善する上で、pn接合におけるp型層のホール濃度の向上は重要な課題の

一つである。ホール濃度を補償する手法の一つとして、p型層に高濃度n型層をトンネル接合し、

バンド間トンネリングによってn型層からp型層へのホール注入をする方法が研究されている。

我々は、これまで、トンネル接合を形成するためにn型ZnOをp型層に接合したAlGaN LEDを作成

し、ZnOを接合していないAlGaN LEDと同様のダイオード特性が得られることを報告した[5]。し

かしながら、このようなn型ZnOを接合したAlGaN LEDのEL発光特性は未だ明らかではない。本研

究では、n型ZnOを接合したAlGaN LEDのEL発光スペクトルを評価したので報告する。 

本研究で作成したLED構造の模式図を図1(a)に示す。サファイア基板上にAlN/n-Al0.3Ga0.7N (2μm) 

/p-Al0.3Ga0.7N (300 nm) / p-GaN (10 nm)をMOVPE成長した後、最上面に厚み140nmのn型ZnO層をス

パッタリング法により成膜している。本基板にLEDメサ構造の形成および電極の蒸着を行い、順

方向電流18mAにおいて、ELスペクトルを測定した結果を図(b)に赤線で示す。図より、ZnOを接合

したLEDの発光波長は、335 nm付近で発光ピークが得られており、ZnOの無い場合のLED発光（同

図 青線）と一致することが確認できる。このことから、ZnO層を接合した場合においても、AlGaN 

LEDからの発光が得られることが分かる。また、図(c)に示す電流とピークの積分強度の関係から、

電流が約8mA（両LEDでおよV～1.3VF）以下の低電流領域に限られるが、ZnO層を接合した方が優

位な発光特性を示すこともわかった。詳細は当日で報告する。                              

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1: (a) Cross section and (b) LED Emission spectrum (c) EL characteristics of the AlGaN LED 
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